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Nitridation of GaAs substrate plays an important ro1 in the initia1 stage of GaN 
growth on GaAs substrates and the nitridation process gives the strong influence to 
the quality of epitaxia1 layers. In this paper， the nitridation mechanism is 
discussed by the use of in-situ reflection high energy electron di佐actionmethod. 












































り基板内部に N原子が供給され、また基板側から Asが脱離し、 As原子と N原子が置換する
ことにより GaN層を形成する現象であるo そのため、窒化処理において活性窒素の供給量や
基板からのAsの脱離量は非常に重要なパラメータとなるo
本研究では、窒素源に DMHyを備え付けた MBE装置を用いて 10-1勾orr程度の超高真空
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気圧を 3.3x 10・5Torr、基板温度を 6500Cとして1.5x 10・5Torrの圧力でAsを同時供給しなが























前節では、 DMHyと Asの同時供給により I族原子である Gaが最表面に存在する
GaAs(lll)A基板を窒化処理した場合の表面結晶構造の時間変化の様子について述べた。本節











を示しているものと考えられる O 窒化 7分後には、閃亜鉛鉱構造 GaNからの回折パターンが
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GaAsからの回折パターンの外側に出現し、その後徐々に閃亜鉛鉱構造 GaNからの回折パタ
ーン強度が強くなると共に、 GaAsからの回折パターン強度は弱くなった。さらに窒化 9分後
には、図 12に示すように GaAsからの回折パターン強度と閃亜鉛鉱構造 GaNからの回折パ
ターン強度はほぼ同じになった。また、このとき閃亜鉛鉱構造GaNからの回折スポットの聞
にウルツ鉱構造 GaNのパターンが現れ始めている。窒化 15分後には、図 13に示すように
GaAsからの回折パターンは完全に消失し、 GaN層からの回折パターンのみが観測され、基










































行なった。 GaAs(OOl)基板の場合においても、 GaAs(111)基板と同様に DMHyを供給し始め
た数秒後には GaAsからのストリークパターンがスポット状のパターンに変化し、やがて
GaAsからの回折パターンの外側に関亜鉛鉱構造 GaNからの回折パターンが現れ始めた。そ
図16 図 17 図18 図19
の後徐々に閃亜鉛鉱構造GaNからのスポット強度が強くなり、同時に GaAsからのスポット
強度は弱くなった。窒化 10分後には、図 17に示すように GaAsからのスポットはほぼ消失
し、閃亜鉛鉱構造 GaNからの回折パターンが観測された。また、同時にウルツ鉱構造 GaN
からの回折パターンの混在も観測された。さらに窒化 15分後になると、図 18に示すように

































GaNのc軸は、 GaAs基板の[100]方向から左右に約 54.70 傾いていることが分かるo この傾
きは GaAs(OOl)面の方向である[001]方向と A面及び B面に等価な方向である[111]方向及び
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